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◆概要 

紫外線より短波長の光を固体表面に照射すると、その光のエネルギーをもらい、表面近傍の電子が固

体表面より放出される。この電子のエネルギー・角度分布を測定することで、化学結合状態や価電子のバ

ンド構造などを定量的に解析することが可能である（光電子分光）。放射光［Synchrotron Radiation（SR 光）、

または、Synchrotron Orbital Radiation（SOR）］を使えば、光の波長（エネルギー）を連続的に変化させるこ

とができ、最表面に敏感な測定が可能になる等、多くのメリットが生まれる。また、SR 光の偏光特性を利用

し、表面に吸着した原子（分子）の配向が決定可能である。 さらに、このビームラインには、中エネルギーイ

オン散乱分析装置が結合されており、これによって固体表面の原子配列・組成が実空間で直接決定可能

である。SR 光の光電子分光により電子状態を、イオン散乱分光により原子配列を決定でき、固体表面を総

合的かつ高分解能で分析することが可能である［SOR coupled with Ion Scattering Spectroscopy（SORIS）］。 

 

◆システム構成 

本ビームラインは、超高真空下での試料作製と SR による光電子分光にイオン散乱分光を組み合わせて、

in-situ 分析を可能とした複合装置である。Molecular Beam Epitaxy (MBE)によるヘテロエピタキシャル成

長・超格子の製膜ができる。また、光電子分光では電子構造についての

情報が得られ、イオン散乱分光により原子配列・元素組成などが決定

可能である。本ビームラインには、イオン加速器による（6 軸ゴニオメータ 

＋ トロイダル分析器付）中エネルギーイオン散乱［Medium Energy Ion 

Scattering spectroscopy（MEIS）］システムが結合されており、表面界面

の原子配列を約0.01 Åの精度で決定できる。深さ分可能は、Si に対し

て 2～3 Åが得られ、表面近傍の Layer-by-layer 分析が可能である。 

 

◆SORIS ビームラインの仕様 

光電子分光部       イオン散乱部 

SR 光分析器 

不等間隔回折格子 

前置鏡（シリンダー） 

後置鏡（トロイダル） 

5 ~ 100 eV, 30 ~ 700 eV 

 

エネルギー分析器 トロイダルアナライザー 

分解能 E/E = 1500 ~ 5500 利用イオンビーム H+、He+、Ne+ 

真空度 ~ 2×10-8 Pa エネルギー範囲 5 ~ 170 keV 

ビームサイズ 2(H) × 1(V) mm2 分解能 E/E = 1100 

光強度 1010 ~ 1011 Photons/s/300 mA 真空度 ~ 1×10-8 Pa 

光電子分光器 PHI model 10-360 Omni Focus III ビームサイズ 0.18(H) × 2.0(V) mm2 

真空度 ~ 1×10-8 Pa ビーム強度 ~ 10 nA 

その他 

5 軸マニュピレータ 

X 線吸収微細構造測定（全電子・

部分電子収量）も可 

その他 6 軸ゴニオメータ（回転 3

軸、並進 3 軸）、昇温

（室温~ 800℃） 

他装置 

MBE 室 K-セル 3 本（Au、Ni、Cu）、反射高速電子線回折（RHEED） 

処理室 スパッタイオン銃（4 keV）、赤外線加熱装置（室温~ 1200℃）、ガス導入 

 



◆測定例 
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